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Beschreibung 

Verfahren zur Verbindung einer integrierten Schaltung mit ei- 
nem Substrat und ent sprechende Schaltungsanordnung 



Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verbin- 
dung einer integrierten Schaltung mit einem Substrat und eine 
entsprechende Schaltungsanordnung . 



Obwohl prinzipiell auf beliebige integrierte Schaltungen an- 
wendbar, werden die vorliegende Erfindung sowie die ihr 
zugrundeliegende Problematik in bezug auf Chips mit integ- 
rierten Schaltungen in Silizium-Technologie erlautert. 



Bekannte CSP(Chip Size Package)- oder WLP (Wafer Level 
Package ) -Losungen zur Verbindung einer integrierten Schaltung 
mit einem Substrat weisen Zuverlassigkeit sprobleme bei Tempe- 
raturwechseln insbesondere bei groften Chips auf. 



Bei Chip Size Packages und Wafer Level Packages sind bisher 
im wesentlichen zwei Arten von Verbindungsstrukturen zwischen 
dem Chip und dem Substrat bekannt. 

Eine ubliche Losung zur Verbindung einer integrierten Schal- 
tung mit einem Substrat ist die Verwendung von Ball-Grid- 
Arrays mit starren Lotkugelchen oder Bumps zur mechanischen 
Verbindung unter zusatzlicher Verwendung einer Unterf ullung, 
urn die Stabilitat zu erhohen. Bei dieser ublichen Losung 
fuhrt die Fehlanpassung der thermischen Eigenschaf ten des 
Chips und des Substrats, insbesondere des thermischen Ausdeh- 
nungskoef f izienten, zu grossen Zuverlassigkeitsrisiken . Die 
Lotkugelchen konnen bei Temperaturwechseln abgeschert werden. 
Insbesondere bei grofien Chips beschrankt dies die Zuverlas- 
sigkeit erheblich . 
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Zur Verhinderung derartiger unerwunschter Defekte sind ver- 
schiedene Arten von Zwischenverbindungplatten entwickelt wor- 
den, welche als Spannungspuf f er zwischen dem Chip mit gerin- 
gem thermischen Ausdehnungskoef f izienten und dem Substrat mit 
hohem thermischen Ausdehnungskoef f izienten dienen. Derartige 
Losungen erhohen die Hohe des Aufbaus, die Anzahl von Verbin- 
dungen und zumindest die Kosten. 

Eine weitere Losung zur Verbindung einer integrierten Schal- 
tung mit einem Substrat ist die Verwendung elastischer Erhe- 
bungen . 

Aus der WO 00/79589 Al ist ein elekt ronisches Bauelement be- 
kannt, welches auf einer Oberflache flexible Erhohungen aus 
einem isolierenden Material aufweist, wobei ein elektrischer 
Kontakt auf der flexiblen Erhebung angeordnet ist und ein 
Leitungspfad auf der Oberflache oder im Inneren der flexiblen 
Erhebung zwischen dem elektrischen Kontakt und der elektroni- 
schen Schaltung angeordnet ist. Der Vorteil dieser Losung ist 
eine geringere Aufbauhohe, eine hohere Zuverlassigkeit und 
geringere Kosten. In diesem Zusammenhang ist es bekannt, die 
elastischen Kontaktelemente auf das Substrat zu loten bzw. zu 
kleben. Beiden Gruppen ist gemeinsam, daft die Kontaktelemente 
des Chips fest mit den Kontaktelementen des Substrats entwe- 
der durch Lot oder durch einen Kleber verbunden werden. 

Strukturen bzw. Verfahren, bei denen die Kontaktelemente 
nicht gegenseitig fest verbunden sind, sind nicht bekannt. 

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung liegt darin, ein ein- 
facher und kostengunst iges Verfahren zur Verbindung einer in- 
tegrierten Schaltung mit einem Substrat und eine entsprechen- 
de Schaltungsanordnung zu schaffen, welches von thermischer 
Fehlanpassung weitgehend unbeeinf lusst bleibt. 
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Erf indungsgemaft wird diese Aufgabe durch das Verfahren zur 
Verbindung einer integrierten Schaltung mit einem Substrat 
nach Anspruch 1 und die ent sprechende Schaltungsanordnung 
nach Anspruch 15 gelost. 

Die der vorliegenden Erfindung zugrunde liegende Idee liegt 
darin, ein Kontakt system zu verwenden, bei dem die Enden der 
Kontaktelemente von integrierter Schaltung und Substrat -nicht 
fest miteinander verbunden sind, sondern aufeinander aufge- 
legt sind, wobei sie unter einem bestimmten Druck stehen. 



Dabei kann die elektrische Kontakt struktur der integrierten 
Schaltung und/oder die elektrische Kontakt struktur des Sub- 
strats elastische Erhebungen aufweisen. 

Die Kontaktoberf lachen der beidseitigen Kontaktstrukturen 
sollten so beschaffen sein, daft sie langzeit stabil hinsicht- 
lich des Druckkontakt s sind und eine gute elektrische Funkti- 
onstuchtigkeit aufweisen. Es ist auBerdem darauf zu achten, 
daft das Material der elastischen Erhebungen im gesamten An- 
wendungsbereich die gewunschte Elastizitat behalt. 



In den Unteranspruchen finden sich vorteilhafte Weiterbildun- 
gen und Verbesserungen des jeweiligen Gegenstandes der Erfin- 
dung . 



Gemaft einer bevorzugten Weiterbildung umgibt die Rahmenstruk- 
tur die integrierte Schaltung mit einem Teilbereich zumindest 
teilweise se it lich . 



Gemaft einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist der Teil- 
bereich ein umlaufender Ringbereich. 



Gemaft einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist der Teil- 
bereich ein unterbrochener Stut zenbereich . 
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Gemafl einer weiteren bevorzugten Weiterbildung beruhrt der 
Teilbereich beim Aufsetzen der ersten elektrischen Kontakt- 
struktur auf die zweite elektrische Kontaktst rukt ur die Ober- 
flache des Substrats nicht. 

Gemaft einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird nach dem 
Aufsetzen ein Erwarmen zum Anbringen der Rahmens t ruktur an 
dem Substrat durchgef uhrt , wobei sich der Teilbereich derart 
stark ausdehnt, dass der Teilbereich bei einer bestimmten 
Temperatur die Oberflache des Substrats beruhrt und wobei der 
Teilbereich beim Abkuhlen an der Oberflache des Substrats be- 
festigt bleibt. 

Bei dieser bevorzugten Weiterbildung wird eine Konstruktion 
verwendet, welche selbstandig einen Druck auf die elastischen 
Erhebungen der Kontaktelemente aufweist, wobei dafur zu sor- 
gen ist, daft die Verbindung im gesamten Anwendungsbereich , 
insbesondere Temperaturbereich, ohne Hilfe von auBen auf- 
rechterhalten werden kann. Obwohl diese Ausf uhrungsf orm sehr 
vorteilhaft ist, ist es selbstverstandlich auch moglich; bei 
der Verbindung einen externen Druck anzulegen, entweder urn 
die Verbindung uberhaupt zu erstellen oder urn diesen internen 
Effekt zu unterstut zen . 

Gemaft einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird auf der 
ersten Hauptflache der integrierten Schaltung ein Kompressi- 
onsstoppbereich vorgesehen, der die Kompression der elasti- 
schen Erhebungen limitiert. 

Gemaft einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird auf den 
elastischen Erhebungen eine Umverdrahtungsmetallisierung vor- 
gesehen . 
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Gemaft einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist die Rah- 
menstruktur einen flachigen Grundbereich auf, auf dem die 
zweite Hauptflache der integrierten Schaltung angebracht ist 
und der seitlich uber die integrierte Schaltung hinausragt, 
wobei der Teilbereich seitlich beabstandet von der integrier- 
ten Schaltung mit dem Grundbereich verbunden ist. 

Gemaft einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist die Rah- 
menstruktur einteilig gestaltet. 

Gemaft einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird der Teil- 
bereich mit der Oberflache des Substrats verklebt Oder verlo- 
tet . 

Gemaft einer weiteren bevorzugten Weiterbildung werden die 
erste elektrische Kontakt struktur und die zweite elektrische 
Kontaktstruktur derart in mechanischen Kontakt gebracht wer- 
den, dass sie in der gemeinsamen Ebene bei unterschiedlicher 
thermischer Ausdehnung von dem Substrat und der integrierten 
Schaltung gegeneinander verschiebbar sind. Ein besonderer 
Vorteil dieser Weiterbildung besteht darin, daft bei Tempera- 
turwechseln die Kontaktelemente relativ zueinander ver- 
schieblich sind, so daft die unterschiedliche Ausdehnung von 
der elektrischen Schaltung und dem Substrat keine zerstoren- 
den Effekte aufweist bzw. dieser nicht entgegengewir kt wird. 

Gemaft einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist die ers- 
te elektrische Kontaktstruktur die elastischen Erhebungen auf 
und weist die zweite elektrische Kontaktstruktur flachige An- 
schlussbereiche auf . 

Gemaft einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weisen die 
flachigen Anschlussbereiche wesentlich grossere Ausdehnung 
auf als Auf lagebereiche der elastischen Erhebungen. 



S1876 



6 



Ein Ausf iihrungsbeispiele der Erfindung ist in den Zeichnungen 
dargestellt und in der nachf olgenden Beschreibung naher er- 
lautert . 

Es zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Ansicht von einem Teil einer 

Schaltungsanordnung gemass einer Ausf uhrungsf orm 
der voriiegenden Erfindung; und 

Fig. 2a-c schematische Darstellungen eines Verfahrens zur 

Verbindung des Teils gemass Fig. 1 mit einem Sub- 
strat gemass der Ausf uhrungsf orm der voriiegenden 
Erfindung . 

In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche oder 
f unkt ions g lei che Bestandteile . 

Fig. 1 ist eine schematische Ansicht von einem Teil einer 
Schaltungsanordnung gemass einer Ausf uhrungsf orm der voriie- 
genden Erfindung . 

In Fig . 1 bezeichnet Bezugszeichen 1 eine integrierte Schal- 
tung, die in einem Halbleiterchip, z.B. aus Silizium, integ- 
riert ist, welcher eine erste vorder Hauptflache HF1 und eine 
zweite hintere Hauptflache HF2 aufweist. 

Obwohl bei dem nachstehenden Beispiel nur ein Halbleiterchip 
illustriert ist, sei ausdrucklich erwahnt, dass das erfin- 
dungsgemasse Verfahren bzw. die entsprechende Schaltungsan- 
ordnung auch auf hoherer Ebene, z.B. Wafer-Ebene, durchge- 
fiihrt werden konnen. 

Weiterhin bezeichnet in Fig. 1 Bezugszeichen 2 elektrische 
Kontakte der integrierten Schaltung 1 auf der ersten Haupt- 
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flache HF1, welche nicht im Detail dargestellt ist, zu einer 
Umverdrahtungsmetallisierung 4, wobei die Kontakte 2 durch 
eine dazwischenliegende Isolationsschicht 7 gefuhrt sind. 

Auf der Isolationsschicht 7 sind elastische Erhebungen 3 vor- 
gesehen, auf deren Spitzen die Umverdrahtungsmetallisierung 4 
gefuhrt ist, da diese Spitzen die elekt rischen Kontaktberei- 
che darstellen. 

Weiterhin befinden sich auf der ersten Hauptflache HF1 der 
integrierten Schaltung 1 im Randbereich Kompressionsstopp- 
elemente 10, welche unelastisch sind und die Kompression der 
elastischen Erhebungen 3 auf einen vorbest immten Maximalwert 
begrenzen sollen, urn so einer moglichen Zerstorung derselben 
entgegenzuwir ken . 

Die zweite Hauptflache HF2 der integrierten Schaltung 1 ist 
auf ein Ruckseitenelement 20 einer Rahmenstruktur mit einem 
Haftmittel 15 geklebt, wobei sich das Ruckseitenelement 20 
seitlich uber die Ausdehnung der integrierten Schaltung 1 
hinaus erstreckt. Durch einen Zwischenraum 5 beabstandet an- 
gebracht seitlich neben der integrierten Schaltung 1 ist ein 
ringformig umlaufender Teilbereich 22 der Rahmenstruktur, 
welcher im Normal zustand, d.h. beispielsweise bei Raumtempe- 
ratur, eine Erstreckung bis etwa zur halben Hdhe der elasti- 
schen Erhebungen 3 aufweist. 

Bei dieser Ausf uhrungs f orm ist der Teilbereich 22 ein umlau- 
fender Ring, konnte aber ebenfalls aus einzelnen diskreten 
Stutzen bestehen. Die Ringgestalt hat den Vorteil, daft die 
Verpackung der integrierten Schaltung 1 dadurch hermetisch 
gestaltet werden kann, d.h. geschutzt vor etwaigen Umweltein- 
flussen. 
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In diesem Zusammenhang sei bemerkt, daft bei dieser Ausfiih- 
rungsform die Rahmenst ruktur 20, 22 zweiteilig angegeben ist, 
durchaus aber auch einteilig gestaltet sein konnte. 

Fig. 2a-c sind schematische Dar stellungen eines Verfahrens 
zur Verbindung des Teils gemass Fig. 1 mit einem Substrat ge- 
mass der Ausf uhrungsf orm der vorliegenden Erfindung. 

Urn den Teil der Schaltungsanordnung gemaft der Ausf uhrungsf orm 
der Erfindung, welcher in Fig. 1 gezeigt ist, auf ein Sub- 
strat 30, beispielsweise eine Schaltungsplatte , anzubringen, 
ist bei der vorliegenden Ausf uhrungsf orm das Material, aus 
dem die Teilbereiche 22 bestehen, ein Material, welches auf 
die Oberflache OS des Substrats 30 geklebt werden kann. 

Bei dem gezeigten Ausf uhrungsbeispiel wird zunachst der Teil 
der Schaltungsanordnung, der in Fig. 1 gezeigt ist, derart 
auf das Substrat 30 gesetzt, daft die Kontakt struktur auf der 
ersten Hauptflache der integrierten Schaltung 1, bestehend 
aus den elastischen Erhebungen 3 mit der darauf befindlichen 
Umverdrahtungsmetallisierung 4, auf ent sprechende flachige 
Kontaktbereiche 33 des Substrats aufgesetzt wird. Dabei ist 
ein Zwischenraum G zwischen dem unteren Ende des ringf ormigen 
Teilbereichs 22 und der Oberflache OS des Substrats 30 bei 
Normaltemperatur , beispielsweise bei Raumtemperatur , vorhan- 
den . 

Der Teilbereich 22 hat einen wesentlich grofieren thermischen 
Ausdehnungskoef f izienten als der ubrige davon eingeschlossene 
Aufbau, also der Klebstoff 15, der Halbleiterchip mit der in- 
tegrierten Schaltung 1, die elastischen Erhebungen 3 und die 
Umverdrahtungsmetallisierung bzw. auch die Kompressionsstopp- 
elemente 10. 
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Zum Verbinden beider Komponenten erfolgt nun ein Erwarmen, 
bei dem sich der Teilbereich 22 derart stark ausdehnt, daft er 
bei einer vorbest immten Temperatur die Oberflache OS des Sub- 
strats 30 beruhrt und damit verklebt. Beim darauf f olgenden 
Abkuhlen bleibt die Klebeverbindung erhalten, aber es wird 
eine innere Zugspannung ST erzeugt, welche bewirkt, daft die 
elastischen Erhebungen 3 komprimiert werden und die Umver- 
drahtungsmetallisierung 4 an deren Spitzen fest auf die Kon- 
taktflachen 33 des Substrats 30 gedruckt wird. 

Um eine ubermaftige Kompression der elastischen Erhebungen 3 
zu vermeiden, beschrankt der Kompressionsstoppbereich 10 die 
Annaherung der elektrischen Schaltung 1 an das Substrat 30 
auf einen vorbestimmten Wert. 

Ein wesentlicher Vorteil bei dieser Ausf iihrungsf orm liegt 
darin, daft der Druck intern erzeugt werden kann, ohne daft das 
Anlegen eines aufteren Drucks, beispielsweise auf die Auften- 
flache des Ruckseitenelements 20, notwendig ist. Selbstver- 
standlich kann ein derartiger Auftendruck untersttit zend oder 
auch alternativ angelegt werden. 

Bei der Realisierung einer derartigen Verbindung ist bei der 
Materialauswahl auf die thermischen Ausdehnungskoef f izienten 
und die Young-Module zu achten. Als Material fur die elasti- 
schen Erhebungen 3 eignen sich insbesondere Materialien mit 
einem Young-Modul E<<100Gpa. Beispiele fur solche Materialien 
sind Silikone oder Kombinat ionen von Silikonen mit Gasblasen 
zur Erhohung des Young-Moduls . 

Als Kontaktmaterial fur die Kontaktbereiche ist Gold zweckma- 
ftigerweise bevorzugt. Es ist inert und stabil und wird bei 
einem moglichen seitlichen Verschieben bei den Temperatur zyk- 
len nicht beschadigt. 
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Als Material fur das Ruckseitenelement 20 ist Metall oder ein 
hartes Epoxiharz zweckmaftig. Falls als Metall Kupfer verwen- 
det wird, dann wurde der thermische Ausdehnungs koef f izient am 
besten an das Substrat anpalibar sein, um jegliche weiteren 
Spannungen in der Konstruktion zu vermeiden. 



Als Material fur den Teilbereich 22 wurde ein Epoxiharz mit 
einem hohen thermischen Ausdehnungskoef f izienten geeignet er- 
scheinen, welches es ermoglicht , den internen Druck in ge- 
wunschter Weise aufzubauen. Die Klebeverbindung wurde dabei 
durch einen thermoplast ischen Adhasionsprozefi realisierbar 
sein, welcher beim Abkuhlen und Schrumpfen nicht aufgebrochen 
wird. 



Ein typischer Anwendungsbereich liegt zwischen -45°C und 
125°C. Falls beispielsweise 125°C die Maximaltemperatur der 
Anwendung der Verbindung ist, dann muft die Temperatur, bei 
der sich die Klebeverbindung zwischen dem Teilbereich 22 und 
der Oberflache OS des Substrats ausbildet, daruberliegen, da- 
mit auch bei 125°C noch die Klebeverbindung zwischen dem 
Teilbereich 22 und der Oberflache OS des Substrats intakt 
bleibt . 

Sollte eine starke thermische Fehlanpassung zwischen dem 
Teilbereich 22 und dem Ruckseitenelement 20 vorliegen, dann 
konnte es Probleme bei der Ringform des Teilbereichs 22 ge- 
ben, so daft in diesem Falle die Aufteilung des Teilbereichs 
22 in einzelne Stutzen hilfreich ware. 



Obwohl die vorliegende Erfindung vorstehend anhand bevorzug- 
ter Ausf uhrungsbeispiels beschrieben wurde, ist sie darauf 
nicht beschrankt, sondern auf vielfaltige Art und Weise modi- 
f izierbar . 
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Die vorliegende Erfindung 1st insbesondere nicht nur fur 
Chips, sondern auch fur Hybride, Wafer oder sonstige integ- 
rierte Schaltungen anwendbar. 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur Verbindung einer integrierten Schaltung (1), 
insbesondere von einem Chip oder einem Wafer oder einem Hyb- 
5 rid, mit einem Substrat (30), welches folgende Schritte auf- 
weist : 

Vorsehen einer ersten elektrischen Kontakt struktur (3, 4) auf 
einer ersten Hauptflache (HF1) der integrierten Schaltung 
10 (1); 

Vorsehen einer entsprechenden zweiten elektrischen Kontakt- 
struktur (33) auf einer Oberseite (OS) des Substrats (30); 

15 wobei mindestens eine der ersten und zweiten elektrischen 
Kontaktstruktur (3, 4; 33) elastische Erhebungen (3) auf- 
weist ; 

Anbringen einer zweiten Hauptflache (HF2) der integrierten 
20 Schaltung (1) an einer Rahmenstruktur (20, 22); 

Aufsetzen der ersten elektrischen Kontaktstruktur (3, 4) auf 
die zweite elektrische Kontaktstruktur (33), so dass beide in 
elektrischem Kontakt stehen; und 

Anbringen der Rahmenstruktur (20, 22) an dem Substrat (30) 
derart, dass die elastischen Erhebungen (3) komprimiert sind. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 
30 dadurch gekennzeichnet, 

dass die Rahmenstruktur (20, 22) die integrierte Schaltung 
(1) mit einem Teilbereich (22) zumindest teilweise seitlich 
umgibt . 

35 3. Verfahren nach Anspruch 2, 
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dadurch gekennzeichnet, 

dass der Teilbereich (22) ein umlaufender Ringbereich ist. 

4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daft der 
5 Teilbereich (22) ein unterbrochener Stut zenbereich ist. 

5. Verfahren nach Anspruch 2, 3 oder 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Teilbereich (22) beim Aufsetzen der ersten elektri- 
10 schen Kontaktstruktur (3, 4) auf die zweite elektrische Kon- 
taktstruktur (33) die Oberflache (OS) des Substrats (30) 
nicht beruhrt. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, 

15 dadurch gekennzeichnet, 

dass nach dem Aufsetzen ein Erwarmen zum Anbringen der Rah- 
menstruktur (20, 22) an dem Substrat (30) durchgefuhrt wird, 
wobei sich der Teilbereich (22) derart stark ausdehnt, dass 
der Teilbereich (22) bei einer best immten Temperatur die O- 

20 berflache (OS) des Substrats (30). beruhrt und wobei der Teil- 
bereich (22) beim Abkuhlen an der Oberflache (OS) des Sub- 
strats befestigt bleibt. 




7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 



25 dadurch gekennzeichnet, 

dass auf der ersten Hauptflache (HF1) der integrierten Schal- 
tung (1) ein Kompressionsstoppbereich (10) vorgesehen wird, 
der die Kompression der elastischen Erhebungen (3) limitiert. 

30 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass auf den elastischen Erhebungen (3) eine Umverdrahtungs- 
metallisierung (4) vorgesehen wird. 

35 9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
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dadurch gekennzeichnet, 

dass die Rahmenst ruktur (20, 22) einen flachigen Grundbereich 
(20) aufweist, auf dem die zweite Hauptflache (HF2) der in- 
tegrierten Schaltung (1) angebracht ist und der seitlich uber 
5 die integrierte Schaltung (1) hinausragt, und der Teilbereich 
(22) seitlich beabstandet von der integrierten Schaltung (1) 
mit dem Grundbereich (20) verbunden ist. 

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass die Rahmenst ruktur (20, 22) einteilig gestaltet ist. 

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche 2 bis 
10, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass der Teilbereich (22) mit der Oberflache (OS) des Sub- 
strats (30) verklebt oder verlotet wird. 

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass die erste elektrische Kontaktstruktur (3, 4) und die 
zweite elektrische Kontaktstruktur (33) derart in mechani- 
schen Kontakt gebracht werden, dass sie in der gemeinsamen 
Ebene bei unterschiedlicher thermischer Ausdehnung von dem 
Substrat (30) und der integrierten Schaltung (1) gegeneinan- 
der verschiebbar sind. 

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

30 dass die erste elektrische Kontaktstruktur (3, 4) die elasti- 
schen Erhebungen (3) aufweist und die zweite elektrische Kon- 
taktstruktur (33) flachige Anschlussbereiche aufweist. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, 

35 dadurch gekennzeichnet, 



S1876 15 



\ 



dass die flachigen Anschlussbereiche wesentlich grossere Aus- 
dehnung aufweisen als Auf lagebereiche der elastischen Erhe- 
bungen ( 3 ) . 

5 15. Schaltungsanordnung, die eine Verbindung einer integrier- 
ten Schaltung (1), insbesondere von einem Chip oder einem Wa- 
fer oder einem Hybrid, mit einem Substrat (30) aufweist, mit: 

einer ersten elektr ischen Kontakt struktur (3, 4) auf einer 
10 ersten Hauptflache (HF1) der integrierten Schaltung (1); 



(33) auf einer Oberseite (OS) des Substrats (30); 

15 wobei mindestens eine der ersten und zweiten elektrischen 
Kontaktst ruktur (3, 4; 33) elastische Erhebungen (3) auf- 



einer Rahmenstruktur (20, 22), die an einer zweiten Hauptfla- 
20 che (HF2) der integrierten Schaltung (1) angebracht ist; 

wobei die ersten elektrische Kontaktstruktur (3, 4) auf die 
zweite elektrische Kontaktstruktur (33) aufgesetzt ist, so 
dass beide in elektrischem Kontakt stehen; und 

25 

wobei die Rahmenstruktur (20, 22) an dem Substrat (30) derart 
angebracht ist, dass die elastischen Erhebungen (3) kompri- 
miert sind. 

30 16. Schaltungsanordnung nach Anspruch 15, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass die Rahmenstruktur (20, 22) die integrierte Schaltung 
(1) mit einem Teilbereich (22) zumindest teilweise seitlich 
umgibt . 




zweiten elektrischen Kontaktstruktur 



weist ; 



35 
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17. Schaltungsanordnung nach Anspruch 16, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass der Teilbereich (22) ein umlaufender Ringbereich ist. 

5 18. Schaltungsanordnung nach Anspruch 16, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass der Teilbereich (22) ein unterbrochener Stut zenbereich 
ist. 

10 19. Schaltungsanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che 15 bis 18, 



dass auf der ersten Hauptflache (HF1) der integrierten Schal- 
tung (1) ein Kompressionss toppbereich (10) vorgesehen ist, 
15 der die Kompression der elastischen Erhebungen (3) limitiert. 

20. Schaltungsanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprli- 
che 15 bis 19, 

dadurch gekennzeichnet, 
20 dass auf den elastischen Erhebungen (3) eine Umverdrahtungs- 
metallisierung (4) vorgesehen wird. 

21. Schaltungsanordnung nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che 15 bis 20, 

25 dadurch gekennzeichnet, 

dass die Rahmenst ruktur (20, 22) einen flachigen Grundbereich 
(20) aufweist, auf dem die zweite Hauptflache (HF2) der in- 
tegrierten Schaltung (1) angebracht ist und der seitlich uber 
die integrierte Schaltung (1) hinausragt, und der Teilbereich 

30 (22) seitlich beabstandet von der integrierten Schaltung (1) 
mit dem Grundbereich (20) verbunden ist. 




dadurch 



gekennzeichnet, 



35 



22. Schaltungsanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che 15 bis 21, 

dadurch gekennzeichnet, 
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dass die Rahmenst ruktur (20, 22) einteilig gestaltet ist. 

23. Schaltungsanordnung nach einem der vorhergehenden Anspru 
che 15 bis 22, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass der Teilbereich (22) mit der Oberflache (OS) des Sub- 
strats (30) verklebt oder verlotet ist. 

24 . Schaltungsanordnung nach einem der vorhergehenden Anspru 
che 15 bis 23, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass die erste elektrische Kontakt struktur (3, 4) und die 
zweite elektrische Kontakt struktur (33) derart in mechani- 
schen Kontakt gebracht sind, dass sie in der gemeinsamen Ebe 
ne bei unterschiedlicher thermischer Ausdehnung von dem Sub- 
strat (30) und der integrierten Schaltung (1) gegeneinander 
verschiebbar sind . 

25. Schaltungsanordnung nach einem der vorhergehenden An- 
spruche 15 bis 24, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die erste elektrische Kontakt struktur (3, 4) die elasti 
schen Erhebungen (3) aufweist und die zweite elektrische Kon 
taktstruktur (33) flachige Anschlussbereiche aufweist. 

26. Schaltungsanordnung nach Anspruch 25, 
dadurch gekennzeichnet,, 

dass die flachigen Anschlussbereiche wesentlich grossere Aus 
dehnung aufweisen als Auf lagebereiche der elastischen Erhe- 
bungen ( 3 ) . 
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Zusammenf as sung 

Die vorliegende Erfindung schafft ein Verfahren zur Verbin- 
dung einer integrierten Schaltung (1), insbesondere von einem 
Chip oder einem Wafer oder einem Hybrid, mit einem Substrat 
(30), welches folgende Schritte aufweist: Vorsehen einer ers- 
ten elektrischen Kontaktst ruktur (3, 4) auf einer ersten 
Hauptflache (HF1) der integrierten Schaltung (1); Vorsehen 
einer ent sprechenden zweiten elektrischen Kontakt struktur 
(33) auf einer Oberseite (OS) des Substrats (30); wobei min- 
destens eine der ersten und zweiten elektrischen Kontakt- 
struktur (3, 4; 33) elastische Erhebungen (3) aufweist; An- 
bringen einer zweiten Hauptflache (HF2) der integrierten 
Schaltung (1) an einer Rahmenstruktur (20, 22); Aufsetzen der 
ersten elektrischen Kontakt struktur (3, 4) auf die zweite e- 
lektrische Kontaktstruktur (33) , so dass beide in elektri- 
schem Kontakt stehen; und Anbringen der Rahmenstruktur (20, 
22) an dem Substrat (30) derart, dass die elastischen Erhe- 
bungen (3) unter Kompressionspannung stehen. Die Erfindung 
schafft ebenfalls eine ent sprechende Schalt ungsanordnung . 



(Fig. 2c) 




i3 n n 
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Bezugs zeichenliste 



1 integrierte Schaltung 

2 Kontakte 

5 3 elastische Erhebung 

4 Umverdrahtungsmetallisierung 

7 Isolationsschicht 

10 Komprssionsstoppelement 

HF1, HF2 Hauptf lachen 

10 5 Zwischenraum 

15 Haf tmittel 

; r jfl} J 20 Ruckseitenelement des Rahmens 

22 ringf ormiger Teilbereich des Rahmens 

30 Schaltungsplatte 

15 OS Oberseite 

33 flachige Kontaktelemente 

G Zwischenraum 

ST innere Spannung 
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